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Die f olgenden Angaben mind dan vom 

Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 
@) La servo rrichtung 

® La servo rrichtung, bei der ein eine Laserstrahtung a us- 
sendender Korper und mindestens ein Element zur 
Strahlfuhrung oder Strahlabbildung in einem gemeinsa- 
men Gehause angeordnet sind. Das Element zur Strahl- 
fuhrung oder Strahlabbildung ist mittels Silikon in dem 
Gehause befestigt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung beziebt sich auf eine Laservorrichtung, bei 
der ein eine Laserstrahlung aussendender Korper und min- 
deslens ein Element zur Strahlfuhrung oder Strahlabbildung 5 
der Laserstrahlung in einem gemeinsamen Gehause ange- 
ordnet sincL Es beziebt sind insbesondere auf eine Laservor- 
richtung mil einem Halbleiteriaserchip, insbesondere einem 
Lcistungs-Halbteiterlaser-Barren, und einer Zylinderlinse 
zur Fokussierung der von dem Halbleiteriaserchip ausge- 10 
sandten Laserstrahlung, bei der der Halbleiteriaserchip auf 
einem Grundtragerteil befestigt und die Zylinderlinse vor ei- 
ner Strahlaustrittsflache des Halblei ler laserchips angeordnet 
isL 

Bislang wird bei derartigen Vbrrichtungen das Element 15 
zur Strahlfuhrung (z. B. ein Lichtwellenleiter) oder Strahl- 
abbildung (z. B. eine Linse und/oder ein Spiegel) meist sehr 
aufwendig mittels eines Glaslotes oder eines metal lischen 
Lotes im Gehause befestigt. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 20 
eine Laservorrichtung der eingangs genannten Art zu ent- 
wickcln, die eine cinfachere Montage des Elements zur 
Strahlfuhrung oder Strahlabbildung ermoglicht und bei der 
ein Verbindungsrnittel zwischen dem Element und dessen 
Montageflache vorgesehen ist. das hohe Dehnungen ohne 25 
plastisches ErmUden ubersteht und Laserbestrahlung sehr 
gut standhalt. 

Diese Aufgabe wird durch eine Laservorrichtung mil den 
Merkrnalen des Anspruches 1 geldsL 

ErfindungsgemaB ist das Element zur Strahlfuhrung oder 30 
Strahlabbildung mittels Silikon in dem Gehause befestigt 
ist. 

Vorteilhafte Wcitcrbildungen der crfindungsgemaBen La- 
servorrichtung sind Gegenstand der Unteranspriiche 2 bis 
11. 35 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der 
Laservorrichtung, bei dem der eine Laserstrahlung aussen- 
dende Korper ein Halbleiteriaserchip ist, ist das Zwischen- 
tragerteil ein Molybdan-AnschluBrahmen, der mittels pho- 
totechnischem Strukturieren einer auf dem Grundtragerteil 40 
aufgebrachten Molybdanschicht (z. B. Sputter-, Aufdampf- 
oder Galvanikschicht) hergestellt ist oder als vorgeferdgtes 
Teil (als Leadframe) auf dem Grundtragerteil beispielsweise 
mittels einer Haitlotschichl befestigt ist Dies hat den beson- 
deren Vbrteil, dafi mechanische Spannungen auf Grund von 45 
unterschiedlichen ihermischen Ausdehnungen des Halblei- 
terlaserchips und des Gnirtdtragerteils, das beispielsweise 
als Warmesenke dient und z.B. aus Kupfer besteht, groB- 
tenteils von dem Zwischen tragerteil kompensiert werden, da 
Molybdan aufgrund seines hohen Elastizitatsmoduls die me- 50 
chanischen Spannungen im elastischen Dehnungsbereich 
aufnimmt. An Stelle von Molybdan kann selbstverstandli- 
chcrwcisc auch ein anderer clcktrisch lcitender WerkstofT 
mit einem hohen Elastizitatsmodul, hoher FlieBspannung 
und hoher Temperaiurbestandigkeit verwendet sein. Als 55 
Beispiele waren hier W, CuW- und CuMo-Legierungen (Cu- 
Anteil jeweils zwischen 10 und 20%) zu nennen. A lie oben 
genannten Materialen lassen sich sowohl als Folie als auch 
als SpuUer-, Aufdampf- oder Galvanikschicht herstellen und 
weisen eine gute Warmeleitfahigkeit auf. 60 

Die erfindungsgemafie Laservorrichtung wird im folgen- 
den anhand eines Ausruhrungsbeispieles in Vferbindung mit 
der Figur nahcr crlautcrt Die Figur zcigl eine schemausche 
Darstellung eines senkrechten Schniltes durch das Ausftih- 
rungsbeispiel. 65 

Bei dem Ausfuhrungsbei spiel ist auf einem Grundtrager- 
teil 5 eines Gehauses 19 ein Zwischentragerteil 8 befestigt, 
auf dem sich ein Halbleiteriaserchip 2 befindeL Das Grund- 
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tragerteil 5 besteht beispielsweise aus Kupfer und das Zwi- 
schentragerteil 8 aus Molybdan. Der Halbleiteriaserchip 2 
ist beispielsweise ein Leistungs-Halbleiterlaser-Barren, der 
im Betrieb eine Mehrzahl von im Querschnitt streifenformi- 
gen, auf einer Geraden nebeneinander angeordneten Einzel- 
laserstrahlen 4 aussendet und aus Al^Ga^As (0 ^ x £ 1) 
besteht. Dieser Halbleiteriaserchip 2 ist beispielsweise mit- 
tels einer Hartlotschicht 12 (z. B. bestehend aus Au-Sn-Lot) 
mit dem Zwischentragerteil 8 verbunden. 

Auf der Oberseite des Halbleiterlaserchips 2 ist eine An- 
schluBplatte U befestigt, die als z weiter elektrischer An- 
schluB fur den Halbleiteriaserchip 2 vorgesehen ist Die An- 
schlufiplatte 11 besteht bevorzugt aus demselben Material 
wie das Zwischentragerteil 8 und ist z. B. ebenfalls mittels 
einer Hartlotschicht 13 (z. B. bestehend aus Au-Sn-Lot) auf 
dem Halbleiteriaserchip 2 befestigt. 

Im Falle eines getrennt vom Grundtragerteil 5 hergestell- 
ten Zwischentragerteiles 8 ist dieses ebenfalls bevorzugt 
mittels einer Hartlotschicht 14 auf dem Grundtragerteil 5 
befestigt. 

Am Zwischentragerteil 8 sind zwei Abstandhalterteile 9, 
10 ausgcbildet, die sich ausgehend von einer Strahlaustritts- 
rlache 6 des Halbleiterchips 2 in Richtung Strahlausbrei- 
tungsrichtung 15 der Laserstrahlung 4 ers tree ken und einen 
Abstand voneinander aufweisen, der grbfier ist als die Breite 
der Strahlaustrittsflache 6, so dafi die Laserstrahlung 4 von 
den Abstandhaltertei len 9, 10 nicht beeintrachtigt wird. 

Auf dem Grundtragerteil 5 ist weiterhin eine Zylinder- 
linse 3 angeordnet, die auf gegenuberliegenden Seiten abge- 
flachte Seitenflachen 7 9 17 aufweist. Die Zylinderlinse 3 
liegt mit einer der abgeflachten Seitenflachen 7 auf dem 
Grundtragerteil 5 auf und mit einer der Strahlaustrittsflache 
6 des Halbleiteriaserchip 2 zugewandten gekrummten Sei- 
tenflache an den beiden Abstandhalterteilen 9, 10 an und ist 
mittels einer Silikonschicht 18 auf dem Grundtragerteil 5 
befestigt. Silikon-Kiebstoffe halten Laserbestrahlung sehr 
gut stand und uberstehen unbeschadet sehr hohe Dehnungen 
ohne plastisches Ermuden. 

Zur Herstellung der oben beschriebenen Zylinderlinsen 3 
werden beispielsweise langere Glasfaserstucke von zwei ge- 
genuberliegenden Seiten her beispielsweise mittels Schlei- 
fen abgeflacht und anschliefiend beispielsweise mittels Sa- 
gen zu einzelnen Zylinderlinsen zertrennL 

Urn die Strahlein- und Strahlauskoppelflachen der Zylin- 
derlinsen 3 optisch zu verguten, konnen die GlasfaserstQcke 
zum Beispiel in einer Horde ubereinandergestapelt und von 
beiden Seiten mit einer riericdmmlichen optischen Vergu- 
tungsschicht versehen werden. Durch die abgeflachten Sei- 
tenflachen ist sichergesteUt, dafi die vergutelen Flachen bei 
der weiteren Handhabung der ZyUnderlinsen 3 nicht ver- 
dreht werden. 

Die Zylinderlinse 3 ist derail angeschliffen, dafi ihr Schei- 
tcl genau auf der Hohe des strahlungscmitticrcnden Berei- 
ches 16 des auf dem Zwischentragerteil 8 befestigten Halb- 
leiterlaserchips 2 liegt Der Fokus zwischen dem Halbleiter- 
iaserchip 2 und der Zylinderlinse 3 ist durch die Abstandhal- 
terteile 9, 10 des Zwischentragerteiles 8 fest vorgegeben. 

Ein besonderer Vorteil der erflndungsgemafien Laservor- 
richtung 1 besteht darin, dafi die Zylinderlinse 3 ohne den 
Halbleiteriaserchip 2 zu betreiben, gegeniiber dem Halblei- 
teriaserchip 2 justiert und anschliefiend auf das Grundtrager- 
teil 5 montiert werden kann und nicht mehr in mehreren 
Frciheitsgraden ausgerichtet werden mufi. 

Die Erlduterung der erflndungsgemafien Laservorrich- 
tung anhand des obigen Ausfuhrungsbeispieles ist selbstver- 
standlicherweise nicht als Einschrankung der Erfindung auf 
diese spezielle Ausfuhrungsform zu verstehen. Vielmehr be- 
zieht sich die Erfindung auf samtiiche Laservorrichtungen 
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der eingangs gen an □ ten Art, so zum Beispiel auch auf Fest- 
kdrperlaser (wie beispieisweise Rubinlaser), die zusammen 
mit einem Element zur Strahlruhrung und/oder Strahlabbil- 
dung in einem gemeinsamen Gehause angeordnet sind. 

Patentanspriiche 

1. Laservonichtung (1), bei der ein eine Lasers trah- 
lung (4) aussendender Korper (2) und rniodestens ein 
Element (3) zur StrahlfUhrung und/oder Strahlabbil- 10 
dung in einem gemeinsamen Gehause (18) angeordnet 
sind, dadurch gekennzeichnet, dafi das Element (3) 
zur StrahlfOhrung oder Strahlabbildung mi tie Is einer 
Sihkonschicht (18) in dem Gehause (19) befestigt ist 

2. Laservonichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge- 15 
kennzeichnet, daB der eine Laserstrahiung (4) aussen- 
dende Kdrper (2) und das Element (3) zur StrahlfUh- 
rung oder Strahlabbildung auf einem gemeinsamen 
Grundtragerteil (5) befestigt sind, derart daB das Ele- 
ment (3) vor der Strahlaustrittsflache (6) des Korpers 20 
(2) angeordnet isL 

3. Laservorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Korper (2) ein Halbleiterlaser- 
chip und das Element (3) eine Zylinderlinse zur Fokus- 
sierung der von dem Halbleiterlaserchip ausgesandten 25 
Laserstrahiung (4) ist 

4. Laservorrichtung (1) nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Zylinderlinse (3) eine abge- 
flachte Seitenflache (7) aufweist, mil der sie auf dem 
Grundtragerteil (5) aufliegt. 30 

5. Laservorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Zylinderlinse (3) aus einer 
Glasfaser gcfcrtigt ist 

6. Laservorrichtung nach einem der Anspruche 3 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiterlaserchip 35 
(2) ein Leistungs-Halbleitertaser-Barren ist 

7. Halbleiterlaser- Vorrichtung nach einem der Anspru- 
che 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen 
dem Halbleiterlaserchip (2) und dem Grundtragerteil 
(5) ein Zwischentragerteil (8) vorgesehen ist, das min- 40 
destens zwei Abstandhalterteile (9, 10) aufweist, die 
als Justageanschlag fur die Zylinderlinse (3) dienen. 

8. Halbleiterlaser- Vorrichtung nach einem der Anspru- 
che 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Zylinder- 
linse (3) an zwei einander gegeniiberliegenden Seiteo 45 
abgeflacht ist 

9. Halbleiterlaser- Vorrichtung nach einem der Anspru- 
che 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB der Abstand 
zwischen den beiden Abstandhalterteilen (9, 10) grofier 
ist als die Breite der Strahlaustrittsflache (6) des Halb- 50 
leiterlaserchips (2). 

10. Halbleiterlaser- Vorrichtung nach einem der An- 
spruche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB das Zwi- 
schentragerteil (8) Molybdan, CuW oder CuMo auf- 
weist 55 

11. Halbleiterlaser-\forrichtung nach einem der An- 
sprUche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dafi ein Fo- 
kus zwischen dem Halbleiterlaserchip (2) und der Zy- 
linderlinse (3) durch die LMnge der Abstandhalterteile 
(9, 10) des Zwischentragerteiies 8 fest vorgegeben ist 60 
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